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Losung 1

l.y=cA(assb)Ad = c(@bVvab)d = cabd V cabd

NAND: y =cabd V cabd = cabd A cabd
— NAND, (NAND4(C, @,b,d),NAND,(c,a,b,d ))

NOR: 7 =cabd Vcabd = cabd A cabd
— NOR, (NOR4(E,a,5,d), NOR4(2,a, b, d))
y=9V7y oder: y=NORy(y,7)

.y=(ce=bAa = (cbVEb)Aa = (chaVeba = (€VbVva)lcvbVva)

NAND: 7 =chaVeba = cba Acba
— NAND, (NANDg(c, b,a), NAND, (¢, b, a))
y=9 ANy oder: y=NANDy(7,7)
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NAND: y=ac Vbea Vbc = ac Abe
— NAND, (NANDQ(a, ), NAND, (b, ))
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NOR: J=ac Vbt =
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— NOR, (NORQ(E ¢), NORy(b, c)
V7y oder: y=NORy(7,7)
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=ba Vcba V edc

NAND: :5 VebaVede = ba /\%/\%
— NAND; (NANDQ(I_) ,@), NANDs(c, b, a), NANDs(e, d, c)>
NOR: 7=>ba VcbaVedc = E E\/E
- NOR3<NOR2(b, a),NORy(z,b,a), NORg(oe,E,a))
y=9Vy oder:  y = NORy(7,7)
Losung 2

1. Realisierung von gi(c, b, a) mit NAND-Gattern mit zwei Eingéingen (A-Operator):

gi(c,ba) = ((a VB)A(D
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- (mb)x(ma)) (cAa) @ = a?a)
Schaltbild:
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2. Realisierung von gs(c, b, a) mit NOR-Gattern mit zwei Eingéngen (V—Operator):

gg(ZEl,l‘Q,l‘g) = I V ) \/1‘3 = (ZL‘l \/ZL‘Q) \/l’g
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Schaltbild:
a1
>1 O—E >1 O_L
T2
3 >1 0— gz($1,$2,$3)
Lésung 3

1. Funktionstabelle:
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0 01 Schaltfunktion y = f(b,a) =b V a
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2. CMOS-Schaltbild fiir z:
z2=a—b=a Vb=a Vb=a Vb
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Die Substratanschliile miissen bei p-MOS-Transistoren mit der positiven Versorgungs-
spannung (V44) und bei n-MOS-Transistoren mit der Masse (GND) verbunden werden.

3. Der Widerstand eines pMOS-Transistors ist grofler als der Widerstand eines nMOS-
Transistors gleicher Gréfle. Deshalb sind Serienschaltungen von nMOS-Transistoren
(in NAND-Schaltungen) giinstiger als Serienschaltungen von pMOS-Transistoren (in
NOR-Schaltungen). Der Widerstand des n-Netzes in NAND-Schaltungen ist geniigend
klein, so dass keine groflen Verzogerungszeiten bei Schaltvorgéingen auftreten.
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Lésung 4

1. CMOS-Transistor-Schaltbild von f(c, b, a):

fle,bya) = c¢(bVa) =cAbVa) =cA(bVa)
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2. Transistorschaltbild:
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